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 록: 본 연구는 기  바이어스 압변화에 따른 DC 스퍼터링 TiN 박막의 우선 결정배향성, 표면조도, 평균 

결정립 크기  단면 미세구조에 미치는 향에 해 조사하 다.

1. 서론 

 

  박막의 물리  화학  성질은 결정 배향성  미세구조에 따라 결정되는데 표 인 성질로서 성막률, 결정

립 크기, 경도   탄성률 등을 로들 수 있다. 공정압력이 일정할 경우, 이온화된 입자의 운동에 지는 기

압에 비례한다. 바이어스 압에 의한 박막의 몰폴러지 변하는 이온 바드먼트 효과로 설명가능하며, 바이어

스로 가속된 Ti  N 이온은 스퍼터링, 이온 압, 고체입자의 마이그 이션 등의 향을 동시에 받는다.

2. 본론 

 

 본 연구에서는 DC 반응성 스퍼터링 장비를 이용하 고 기  바이어스 인가를 해 0 ∼ 1000V 까지 인가

압을 변화시켰다. 타겟은 직경이 4인치인 Ti(99.9％ purity)타겟을 사용하 다. 기 에 TiN 박막을 증착하기 

해서 고순도 질소와 고 순도 아르곤을 사용하 고, Ar과 N2가스의 분압조 은 MFC(mass flow controller)

에 의해 조 하 다. 유량단 는 SCCM(standard cubic sentimeter per minute)으로 설정하 다. 타겟과 시편의 

거리는 70 mm로 고정하 고, TiN박막은 아르곤과 질소를 히 혼합한 분 기에서 증착하 다 로타리펌 와 

터보펌 를 이용하여 챔버 기압력을 1.63x103까지 도달시켰다 증착 에 타겟을 세척하기 해 고순도 Ar을 

5분간 20 SCCM을 유입시켜 라즈마 방 상태에서 타겟의 불순물  산화물을 제거하 다. FE-SEM 장비를 

이용하여 시편의 표면과 단면  막의 두께를 측정하고, XRD를 이용한 결정 배향성을 측정 하 다. 

3. 결론 

   라즈마 로세서에서 생성되는 다결정 막의 특징은 결정면 (h, k, l)이 선택 의로 성장한다고 알려져 있다. 이러한 

배향성은  TiN 성막조건 에서도 바이어스에 의해 변화 하 다. 박막 다결정의 결정배향에 한 실험결과는 다수 보

고되고 있으나 이론   고찰이 결여되어있는 경우가 많다. Pelleg등은 결정성장 과정도 막의 표면에 지와 막에 발생하

는 응력변형에 의해 선택  배향성이 생성된다고 했다. 그러나 본  연구에서는 낮은 바이어스에서는 TiN성분의 이동도

가 높은 바이어스에 비해 곤란하기 때문에 동결된  결함에 의한 커다란  내부응력을 가진 막이 형성되었다. 

  본 연구에서는 바이어스 압의 증가에 따라 (200)면으로부터 (111)면이  우선 으로 변화 하 는데 이는 결정립 크기

가 감소하는 미세구조 결과와 일치했다. 이러한 결과로 결정방 에 따른 표면에 지의 계산과 바이어스 압의 증가에 

따른 이온 바드먼트 효과의 증가로 설명할 수 있다. 




